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Resolver cada problema en hojas separadas. 

Duración de la prueba: 3 horas. 

La prueba es sin material. 

Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos. 

 

Problema 1 (33 ptos): 

 

Se desea diseñar el regulador lineal con transistor de paso pMOS de la figura. El 

regulador debe ser tal que VREF=1 V, VOUT=1.4 V y la corriente que se debe entregar a 

la carga, IL, puede variar entre 10 mA y 120 mA. La tensión VIN es tal que el regulador 

funciona correctamente. El amplificador operacional tiene ganancia A0=120 V/V y está 

alimentado en 3.3 V. El transistor es tal que |Vt0|=0.5 V, µCox=90 µA/V2 y sus 

dimensiones mínimas posibles son Lmin=Wmin=0.8 µm. Puede despreciar el efecto de la 

resistencia de salida del transistor. 

 

a) Dimensionar el transistor de paso tal que ocupe un área menor a 6000 µm² y tenga 

una tensión de dropout de 0.15 V cuando IL=120 mA.  

b) Obtener una expresión analítica de la ganancia de lazo cerrado vout/vref. 

c) Calcular R1 y R2 para cumplir las especificaciones enunciadas al comienzo y que 

la corriente por R1 y R2 sea menor al 5% de IL. 

d)  

i. Calcular la regulación de línea vout/vin cuando IL=100 mA. 

ii. Si VIN presenta una variación de 300 mV, ¿cuál será la variación en VOUT? 
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Problema 2 (33 ptos): 

 

Se desea calcular el ruido RMS equivalente a la entrada del par diferencial de la figura. 

Para los transistores, considere sólo el ruido térmico. Puede considerar además que la 

fuente de corriente IB no aporta ruido, excepto donde se indica lo contrario. La 

temperatura en todo el problema es T=300K. 

 

a) Calcule la densidad espectral de potencia de ruido en tensión a la salida del cir-

cuito. 

b) Calcule la tensión RMS de ruido a la salida. 

c) Calcule la tensión RMS de ruido equivalente a la entrada. 

d) Si ahora consideramos el ruido de la fuente de corriente IB, ¿cómo afecta al re-

sultado obtenido? Justifique su respuesta. 

Datos: 

• VDD=5V, IB=100µA, R=40kΩ, C=40pF. 

• MOS: Vt=0.8V, β=10mA/V2, n=1.5 
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Problema 3 (34 ptos): 

 

Para el circuito de la figura calcule: 

a) Frecuencia y condición de oscilación. 

b) Amplitud de oscilación. 

c) Si se sabe que las resistencias usadas tienen una incertidumbre del 5%, se puede 

asegurar que el circuito arrancará a oscilar? Justifique. 

 

Se sabe que el condensador C esta dañado y como consecuencia su verdadero valor es la 

mitad del nominal, y tiene fugas asociadas que se pueden asociar a una resistencia 

paralela de 1 kΩ. 

 

d) Calcule la nueva amplitud y frecuencia de oscilación. 

 

Datos: Vcc = 10V, VBE = 0,7V 
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